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Spos6b wtérnego formowania kondensatora elektrolitycznego

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wtémego formowania kondensatora elektrolitycznego
zbudowanego z obudowy i zwijki nasycone;j elektrolitem roboczym, w ktérym napigcie formowa-
nia podawane jest z zasilacza regulowanego poprzez rezystor szeregowy.

Znany jest sposdb wtérnego formowania kondensatora elektrolitycznego poprzez rezystor
szeregowy ograniczajacy prad i zabezpieczajacy zasilacz przed ewentualnym zwarciem, w ktorym
rozrdznia si¢ dwie fazy. W pierwszej fazie utrzymuje sig stata warto$¢ pradu formowania ptynacego
przez formowany kondensator i rezystor szeregowy. W fazie tej napigcie formowania wystgpujace
na kondensatorze i rezystorze szeregowym stopniowo wzrasta osiggajac ostatecznie uprzednio
nastawiong warto$¢. W drugiej fazie utrzymuje si¢ stala warto$¢ napigcia formowania osiagnigta w
pierwszej fazie, a prad formowania maleje wskutek polepszenia si¢ warstwy tlenkowej folii anodo-
wej formowanego kondensatora az do chwili zakoniczenia procesu formowania.

Znany jest takze sposob wtérnego formowania kondensatorow, z opisu patentowego PRL
nr 43 748, w aparaturze obejmujacej wigksza liczbg kondensatoréw, w ktdrej prad formujacy jest
doprowadzony oddzielnie do kazdego kondensatora poprzez opornik ograniczajacy. Przed kaz-
dym kondensatorem wlacza sig¢ opornik p6étprzewodnikowy o ujemnym wspétczynniku temperatu-
rowym. Opornik péiprzewodnikowy w polaczeniu z opornikiem ograniczajacym posiada taki
przebieg opornosci, ze przy wahaniach pradu formujacego okoto wartosci Sredniej wystepuje staty
spadek napigcia na uktadzie opornikéw. Przez to na kazdym kondensatorze ustala sig stale napigcie
formujace.

Sposéb wedtug wynalazku polega na tym, ze szczytowe napigcie formowania utrzymuje si¢ do
czasu uzyskania spadku pradu formowania o 5 — 50% w stosunku do jego wartosci poczatkowe;.
Nast¢pnie obniza si¢ napigcie formowania do wartosci koncowej, ktorej warto$¢ dla kondensatora
o napi¢ciu nominalnym pracy mniejszym lub rownym 100 V wynosi co najmniej 1,2 wartosci
napigcia nominalnego, natomiast dla kondensatora o napi¢ciu nominalnym pracy wigkszym od
100 V wynosi co najmniej 1,1 wartosci napigcia nominalnego.

Sposob wedtug wynalazku dzigki wprowadzeniu trzeciej fazy, w ktdrej napiecie formowania
zostalo korzystnie zmniejszone, pozwala na polepszenie jakosci procesu formowania. Daje on
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takze zmiejszenie ilosci uszkodzonych kondensatoréw w trakcie procesu formowania. Sposéb ten
zmniejsza rOwniez zuzycie energii elektrycznej pobieranej w czasie formowania kondensatora.

Wynalazek zostanie blizej objasniony w oparciu o schematy przedstawione na rysunku, na
ktérym fig. 1 przedstawia schemat ukladu elektrycznego formowania kondensatora a fig. 2
przebieg napigcia formowania i nat¢Zenia pradu w czasie formowania kondensatora oraz poziom
napi¢cia nominalnego pracy kondensatora.

W sposobie wedtug wynalazku formuje si¢ wtérnie kondensator elektrolityczny za pomoca
zasilacza regulowanego Z, podajgc z niego napiqcie na szeregowe polaczenie formowanego kon-
d C.irezystora R. Formowanie to odbywa si¢ w trzech fazach. W pierwszej fazie podaje si¢
n plqélbfermowaiﬁa Ur narastajaco w czasie t az do uzyskania wartosci szczytowej Us. W tej fazie
prad formowania Ifma warto$é stala zwang poczatkowym pradem formowania Iy. W drugicj fazie
utrzymuje si¢ stalq, osiagnigta w pierwszej fazie warto$¢ szczytowgq napi¢cia formowania Us. W tym
czasie wskutek polepszenia si¢ warstwy tlenkowej folii anodowej formowanego kondensatora C,
prad formowania I zmiejsza stopniowo swoja warto§é. Faza ta konczy si¢ wtedy, gdy prad
formowania Ir zmniejszy si¢ w stosunku do swojej wartosci poczatkowej I wystepujacej w pier-
wszej fazie o 5-50%. W trzeciej fazie obniza si¢ napigcie formowania Urz warto$ci szczytowej Us do
wartosci koricowej napigcia formowania Us i utrzymuje sie ta warto$¢ az do zakorficzenia procesu
formowania. W momencie obniZenia napigcia formowania Ur zmniejszy si¢ réwniez proporcjonal-
nie prad formowania Ir.

Dobér konkretnej warto$ci koricowego napigcia formowania Un uzalezniony jest od napigcia
nominalnego pracy U. formowanego kondensatora i dla kondensator6w o napigciu nominalnym
pracy Us mniejszym lub rownym 100 V wynosi co najmniej 1,2 wartoéci nominalnego napigcia
pracy U,, a dla kondensatoréw o napieciu nominalnym pracy U wigkszym niz 100 V wynosi co
najmniej 1,1 warto$ci napigcia nominalnego pracy U..

W okre§lonym wyzej przedziale, warto$¢ koficowa napigcia formowania Un zalezy od wiel-
kosci rezystora szeregowego R i nominatu formowanego kondensatora C. Dobér wartosci poczat-
kowej pradu formowania I uzalezniony jest gléwnie od napigcia uformowania wstgpnego folii
anodowej formowanego kondensatora.

Przyktad I. Dla kondensatora C o pojemnosci 2200uF o napig¢ciu nominalnym pracy Us
63V i rezystora szeregowego R 3 k() warto$é szczytowa napiecia formowania Us wynosi 100 V, a
poczatkowy prad formowania I wynosi 10 mA. Po uzyskaniu zadanego napigcia szczytowego
formowania Us= 100V a nastgpnie spadku pradu formowania Irz wartosci poczatkowej 10 mA do
wartosci 6 mA, to jest o 40%, obniza si¢ napigcie formowania do wartosci koficowej Un réwnej 80V,
co stanowi 1,27 wartoéci napigcia nominalnego Us formowancgo kondensatora.

Przyktad II. Dla kondensatora C o pojemosci 400 ko napu;cm nominalnym pracy Us 350 V
i rezystorze szeregowym o wartosci 22 K (), warto$§¢ szczytowa napigcia formowania Us wynosl 450
V, a poczatkowy prad formowania Is wynosi 10,4 mA. Po uzyskaniu zadanego napigcia szczyto-
wego formowania Us =450 V a nastgpnie spadku pradu formowania Ir z wartosci poczatkowej 10,4
mA do wartosci 9,4 mA to jest o 10%, obniza si¢ napigcie formowania do wartosci koﬁcowej Un
réwnej 415 V co stanowi 1,18 wartoéci napigcia nominalnego Us kondensatora.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b wtérnego formowania kondensatora elektrolitycznego zbudowanego z obudowy i
zwijki nasyconej elektrolitem roboczym, w ktérym napiecie formowania podaje si¢ z zasilacza
regulowanegc na szeregowe potaczenie formowanego kondensatora i rezystora, przy czym napiecie
formowania podaje si¢ najpierw narastajaco zachowujac stata warto$¢ poczatkowego pradu for-
mowania, a po uzyskaniu warto$ci szczytowej napig¢cia utrzymuje si¢ je na tym poziomie, zna-
mienny tym, Ze szczytowe napi¢cie formowania (Us) utrzymuje si¢ do czasu uzyskania spadku
pradu formowania (Ir) o 5-50% w stosunku do jego wartosci poczatkowej (Is), po czym obniza si¢
napig¢cie formowania (Ur) do wartosci korficowej (Un), ktdrej warto$¢ dla kondensatora o napigciu
nominalnym pracy (Us) mniejszym lub réwnym 100V wynosi co najmniej 1,2 wartosci napigcia
nominalnego (Us), natomiast dla kondensatora o napigciu nominalnym pracy wigkszym od 100 V
wynosi co najmniej 1,1 wartosci napig¢cia nominalnego (Us).
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